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® Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten-Schaltungsebenen 

(§) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Her- 
stellung einer oder mehrerer ubereinanderliegender Lei- 
terplatten-Schaltungsebenen auf einer Unterlage, z. B. 

auf emem M Multilayer' , -LeiterplatteneIement. 

ErfindungsgemaB wird zur Herstellung der Schaltungs- 

ebene zunachst eine Harzschicht ganzflachig aufgebracht 

und geeignet lithographisch strukturiert. AnschlieRend 

wird in den Zwischenraumen der Harzschicht (2) sefektiv 

Metal! material aufgewachsen, um die Schaltungsebenen- 

Metallschicht (5) zu bilden. Diese Bildung der Schaltungs- 

ebene (6) kann unter Zwischenfiigung einer Metallisie- 

rungskeimschicht fur stro mioses Plattieren direkt auf der 

Unterlage oder alternativ unter Verwendung einer Gber- 

tragungstechnik zunachst auf einem Metallfolientrager 

{1a, 1b) erfolgen, von dem sie dann auf die Unterlage "up- 
■ side-down" ubertragen wird. 
, Verwendung in der Leiterplatten herstellung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer oder mehrerer ubereineinanderliegender Leiter- 
platten-Schaltungsebenen auf einer Unterlage. Die Unter- 
lage kann insbesondere aus einer Leiterplatte bestehen, auf 
der bereits eine oder mehrere tibereinanderliegende Schal- 
tungsebenen gebildet worden sind und auf der nun die wei- 
tere Schaltungsebene aufgebracht werden soil. Derartige 
Leiterplatten mit mehreren iibereinanderiiegenden Schal- 
tungsebenen werden haufig auch als "Multilayer" bezeich- 
neL 

Zum Aufbringen einer Schaltungsebene, d. h. einer 
Schicht, die eine strukturierte, elektrische Schaltkreise bil- 
dende Metallisierung beinhaltet, auf einer Leiterplattenun- 
terlage ist prinzipiell zwischen der subtraktiven und der ad- 
ditiven Technik zu unterscheiden. Bei der subtraktiven 
Technik wird auf die Unterlage ganzflachig eine Metall- 
schicht aufgebracht, die dann lithographisch strukturiert 
wird, indem ein daruberliegendes Resistmuster erzeugt und 20 
die Metallschicht in den freigelassenfcn Bereichen weggeatzt 
und anschliefiend das Resistmuster entfemt wird. Bei der 
additiven Technik wird herkommlicherweise auf der Unter- 
lage durch Lithographie ein Resistmuster erzeugt, wonach 
eine Metallschicht selektiv in den freigelassenen Bereichen 
gebildet wird, z. B. durch galvanisches oder stromloses Plat- 
tieren in einem Metallisierungsbad. Anschliefiend wird das 
Resistmuster entfernt. In beiden Fallen iiegt am Ende auf 
der Unterlage eine strukturierte Metallschicht als Schal- 
tungsebene vor, auf die danh bei Bedarf eine Isolations- 
schicht, z. B. eine dielektrische Schicht, aufgebracht wird, 
um sie von einer weiteren aufzubringenden Schaltungs- 
ebene zu isolieren, wobei an gewiinschten Stellen durch ent- 
sprechend in die Isolatibnsschicht eingebrachte Durchkon- 
takte elektrische Verbindungen zwischen den iibereinander- 
liegenden Schaltungsebenen erzeugt werden konnen. Die 
Isolationsschicht kann z. B. von einer im B-Zustand als-so- 
genanntes Prepreg auflaminierten Harzschicht gebildet sein. 
Eine Schwierigkeit ist hierbei, dafi das Harzmaterial einer- 
seits ausreichend fest sein sollte, um als Schicht gehandhabt 40 
werden zu konnen, und andererseits die Zwischeriraume 
zwischen denLeiterbahnen der strukturierten Metallschicht 
moglichst hohlraumfrei ausfullen und sich gut haftend mit 
den angrenzenden Schichten verkleben sollte. 

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Bereit- 
steilung eines Verfahrens der eingangs genannten Art zu- 
grunde, mit dem eine' jeweilige Leiterplatten-Schaltungs- 
ebene mit vergleichsweise geringem Auftvand auf einer Un- 
terlage hergestellt werden kann, ohne daB die Notwendig- 
keit besteht, Zwischenraume zwischen leitenden Bereichen 
der Schaltungsebene nachtraglich mit Isolationsmaterial fal- 
len zu mussen. 

Die Erfindung lost dieses Problem durch die Bereitstel- 
lung eines Verfahrens mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
oder 2. Bei diesem Verfahren erfolgt die Herstellung der 
Schaltungsebene charakteristischerweise unter Verwendung 
einer lithographisch strukturierbaren Harzschicht, die auf 
die Unterlage aufgebracht und dann so strukturiert wird, daB 
sie nur in deh nicht leitenden Bereichen der herzustellenden 
Schaltungsebene stehen bleibt und dort ein bleibendes, iso- 
lierendes Fullmaterial bildet. Die freigelegten Bereiche wer- 
den selektiv metallisierti um die Metallschicht fur die Schal- 
tungsebene zu erzeugen. Diese additive Metallisierung kann 
insbesondere durch galvanisches oder stromloses Plattieren 
in einem Metallisierungsbad erfolgen, was dementspre- 
chend einen elektrisch leitenden oder Metallisierungskeime 
bereitstellenden Untergrund erfordert. Da die Harzschicht- 
dicke frei wahlbar ist, kann sie insbesondere so gewahlt 
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werden, dafi sie der gewunschten Metalldicke entspricht 
oder jedenfalls der Unterschied geringer ist als die Metall- 
schichtdicke. Dadurch ergibt sich eine gleichmaBigere To- 
pologie, die einfacher mit einer nachfolgenden Prepreg- 
schicht oder einer andereri Klebefolienschicht planarisiert 
werden kann, als dies bei der herkdrnmlichen Technik mit 
frei auf der Unterlage aufgebrachter, strukturierter Metall- 
schicht m^glich ist. 

Beim Verfahren nach Anspruch 1 wird die Schaltungs- 
ebene direkt auf der Unterlage gebildet. Um das selektive 
Aufwachsen der Metallschicht zu ermoglichen, wird vor der 
Harzschicht eine dunne, herk6mmliche Metallisierungs- 
keimschicht aufgebracht, die z. B. Palladium-Metallisie- 
rungskeime beinhaltet, ohne daB sie eine elektrisch leitende 
Schicht bildet. Nach dem Entfernen der Harzschicht in den 
zu metallisierenden Bereichen kann die Metallschicht selek- 
tiv auf der dann dort freiliegenden Metallisierungskeim- 
schicht durch stromloses Plattieren gebildet werden. 

Das Verfahren nach Anspruch 2 verwendet eine tTbertra- 
gungstechnik, auch "Upside-down'-Technik bezeichnet, bei 
der die Schaltungsebene zunachst auf einem Metallfolien- 
trager gebildet und dieser Aufbau dann mit der Schaltungs- 
ebenenseite "upside-down" mit der Unterlage verbunden 
wird. Anschliefiend wird der Metallf olientrager entfemt, um 
die nun auf der Unterlage haftende Schaltungsebene freizu- 
legen. Bei dieser Vorgehensweise ist wegen des metalli- 
schen Tragers keine Metallisierungskeimschicht erforder- 
lich, wobei die Bildung der selektiven Metallschicht fur die 
Schaltungsebene in diesem Fall auch durch galvanisches 
Plattieren in einem Metallisierungsbad erfolgen kann, da als 
Untergrund eine elektrisch leitende Schicht in Form des Me- 
tallf blientragers vorliegt. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens nach*An- 
spruch 2 sind in den Unteranspriichen 3 bis 8 angegeben. 
GemaB Anspruch 3 ist ein mehrlagiger Metallfoh'entrager 
mit wenigstens zwei Folienschichten vorgesehen, die o^Lirch 
Abziehen voneinander losbar sind. Das Entfernen des'Me- 
tallfolientragers kann daher bis auf die direkt an die Schal- 
tungsebene angrenzende Folienschicht durch diese Abzieh- 
technik erfolgen. Die verbliebene Folienschicht wird dann 
durch Wegatzen entfernt. In weiterer Ausgestaltung dieses 
erfindungsgemaBen Verfahrens wird gemaB Anspruch 4 je 
eine Schaltungsebene auf jeder der beiden Seiten des mehr- 
lagigen Metallfolientragers gebildet. Auf jede Schaltungs- 
ebene kann dann "upside-down" eine zugehorige Unterlage 
aufgebracht werden, wonach der Metallfolientrager endang 
der Trennlinie zwischen zwei seiner Folienschichten durch 
dieses Abziehen aufgetrennt wird. Auf diese Weise kann si- 
multan je eine Schaltungsebene auf zwei Unterlagen erzeugt 
werden. Vorteilhaft ist es^ einen Metailfblientrager, wie nach 
Anspruch 5 vorgesehen, mit einer dickeren Folienschicht 
auf der sich einseitig oder iiii Fall der simultanen Schal- 
tungsebenenbildung beidseitig je eine dunne, abziehbare 
Folienschicht befindet, zu verwenden, da dann der groBere 
Teil des Metallfolientragers in Form der dickeren Folien- 
schicht durch Abziehen entfernt werden kann und nur die 
dunnere Folienschicht abgeatzt werden mufi. 

Bei dem nach Anspruch 6 weitergebildeten Verfahren 
werden vor dem Zusarrimenfugen des Metallfoiientrager- 
Schichtaufbaus mit der Unterlage auf der Schaltungsebene 
mit der stehengebliebenen Harzschichtstruktur eine oder 
mehrere weitere Schaltungsebenen aufgebracht. So kann auf 
dem Metallfolientrager ein- oder beidseitig jeweils ein Auf- 
bau aus mehreren Schaltungsebenen vorgefertigt werden, 
der dann auf die zugehorige Unterlage ubertragen wird." 

Beim nach Anspruch 7 weitergebildeten Verfahren bein- 
haltet das Obertragen des auf dem Metallfolientrager gebil- 
deten Schaltungsebenenaufbaus auf die zugehorige Unter- 
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lage die Zwischenfiigung einer Prepreg- oder Klebefolien- 
schicht und ein anschlieBendes Verpressen dieses Aufbaus, 
so daB mit relativ geringem Aufwand einezuverlassige Haf- 
tung des Schaltungsaufbaus auf der Unterlage erzielt wird. 
Die Prepreg- oder Klebefolienschicht kann gleichzeitig als 
isolierende, dielektrische Schicht fungieren. 

GemaB Anspruch 8 kann die selektive Bildung der Me- 
tallschicht wahlweise durch galvanisches oder stromloses 
Plattieren in einem Metallisierungsbad erfolgen. Der elek- 
trisch leitende, als Untergmnd dieser Metallisierung fungie- 
rende Metallfolientrager erlaubt beide Metallisierungsva- 
rianten. 

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und werden nachfolgend be- 
schrieben. Hierbei zeigen: 

Fig, 1 eine schernatische Schnittansicht eines zweilagigen 
Metallfolientragers, 

Fig, 2 den Metallfolientrager von Fig. 1 nach Aufbringen 
einer Harzschicht, 

Fig. 3 den Aufbau von Fig. 2 wahrend eines lithographi- 
schen Belichtungsschrittes, 

Fig. 4 den Aufbau von Fig. 3 nach einem Entwicklungs- 
schritt, 

Fig. 5 den Aufbau yon Fig. 4 nach selektiver Metall- 
schichtbildung, 

Fig. 6 den Aufbau von Fig. 5 mit auflaminierter Unter- 
lage, 

Fig. 7 den Aufbau von Fig. 6 beim Abziehen einer Fo- 
lienschicht des. Metallschichttragers, 

Fig. 8 den Aufbau von Fig. 7 nach komplettem Entfernen 
des Metallschichttragers, 

Fig. 9 einen Aufbau entsprechend Fig. 6, jedoch mit beid- 
seits eines Metallschichttragers gebildeten Schaltungsebe- 
nen und jeweils auflaminierter Unterlage bei beginnendem 
Auftrennen des Metallschichttragers und 

Fig. 10 eine schernatische Schnittansicht einer Unterlage 
mit darauf direkt .gebildeter Schaltungsebene. 

Die Fig. 1 bis 8 illustrieren aufeinanderfolgende Herstel- 
lungsstufen einer ersten Verfahrensvariante zur Herstellung 
einer Leiterpiatten-Schaltungsebene auf einer zugehorigen 
Unterlage gemaB einer "Dbertragungstechnik, bei der zu- 
nachst auf einer Seite eines Metallfolientragers die Schal- 
tungsebene vorgefertigt und dann auf die zugehorige Unter- 
lage ubertragen wird, wonach dann der Metallfolientrager 
entfernt wird. Dabei zeigt Fig. 1 in einer schematischen und 
ausschnittweisen Schnittansicht den- in diesem Beispiel ver- 
wendeten, zweilagigen Metallfolientrager' 1, der aus einer 
dickeren Folienschicht la aus Cu oder Al mit einer Dicke 
vorzugsweise zwischen 50 um und 150 um und einer diinne- 
ren Folienschicht lb aus Cu mit einer Dicke von vorzugs- 
weise zwischen 3 um und 10 um besteht. Die beiden Folien- 
schichten la, lb lassen sich durch einf aches Abziehen von- 
. einander trennen. Solche Metallfolientrager sind als han- 
delsiibliche Produkte erhaltlich. 

Zur Vorfertigung der Leiterpiatten-Schaltungsebene auf 
dem Metallfolientrager 1 wird zunachst, wie in Fig. 2 ge- 
zeigt, auf dessen diinnere Folienschicht lb eine Harzschicht 
2 aus einem UV-fotosensiblen Harzmaterial aufgebracht. 
Solche UV-fotosensiblen Harzmateri alien sind sowohl vom 
lithographisch negativen Typ, bei dem durch das Entwickeln 
die nicht belichteten Bereiche entfernt werden, als auch vom 
lithographisch positiven Typ, bei dem durch das Entwickeln 
die belichteten Bereiche entfernt werden, als handelsubliche 
Produkte erhaltlich. Das Harzmaterial kann zur Bildung der 
Harzschicht 2 auf die diinnere Metallfolienschicht lb aufge- 
gossen, aufgerakelt oder mittels Trockenfilm auflaminiert 
werden. Die Dicke der Harzschicht 2 wird vorzugsweise so 
gewahlt, daB sie der gewiinschten Leiterbahnhohe der zu 



fertigenden Schaltungsebene entspricht. 

Nach dem Trocknen wird die Harzschicht 2 mit dem fiir 
die zu fertigende Schaltungsebene gewtinschten Schaltmu- 
ster belichtet. Dazu wird, wie in Fig. 3 gezeigt, auf die ge- 
5 trocknete Harzschicht 2 eine Glas- oder Filmvorlage 3 auf- 
gelegt, die das gewiinschte Schaltmuster in Form von fUr 
UV-Licht undurchlassigen Bereichen 3a und durchlassigen 
Bereichen 3b tragt. Dann wird die Harzschicht 2, wie in Fig. 
3 gezeigt, durch ganzflachiges Einstrahlen von UV-Licht 4 

10 auf die Vorlage 3 belichtet. 

Im gezeigten Beispiel wird ein Harzmaterial vom litho- 
graphisch negativen Typ angenommen, so daB nach dem auf 
die Belichtung folgenden Entwicklungsvorgang die Harz- 
schicht 2 in denjenigen Bereichen entfernt wird, die beim 

15 Belichten von den lichtundurchlassigen Bereichen 3a der 
Vorlage 3 abgedeckt wurden und daher unbelichtet blieben. 
In diesem Fall eines negativen Harztyps entspricht folglich 
das Muster lichtundurchlassiger Bereiche 3a auf der Vorlage 
3 dem Leiterbahnmuster der zu fertigenden Schaltungs- 

20 ebene. Fig. 4 zeigt den nach dem Entwickeln erhaltenen 
Aufbau mit der strukturierten Harzschicht 2, in welche die 
geoftneten Bereiche 2a eingebracht sind, in denen der Me- 
tallfolientrager, speziell dessen diinnere Folienschicht lb, 
freigelegt ist. Alternativ zur gezeigten Verwendung der mit 

25 dem Schaltmuster strukturierten Vorlage 3 in Verbindung 
mit einer ganzflachigen UV-Lichteinstrahlung kann die 
strukturierende Belichtung der Harzschicht 2 mittels einer 
UV-Laserdirektbelichtung erfolgen^ bei der das gewiinschte 
Schaltmuster direkt durch eineh UV-Laserstrahl in die Harz- 

30 schicht 2 geschrieben wird, so daB keine Vorlage als Belich- 
tungsmaske notwendig ist. h 

Nach dem vollstandigen Ausharten der entwickelten, 
strukturierten Harzschicht 2 wird der Aufbau von Fig. 4 in 
ein galvanisches oder alternativ in ein stromlos arbeitendes 

35 Metallisierungsbad eingebracht, welches das Schaltebenen- 
metall, z. B. Cu, in ionisierter Form .enthalt. Bei Wahl eines 
galvanischen Metallisierungsbades wird an den elektrisch 
leitenden Metallfolientrager eine entsprechende MetaUisie- 
rungsspannung angelegt, d. h., der Metallfolientrager dient 

40 als Stromzufuhrung zu den harzfreien, zu metallisierenden 
Bereichen 2a; Wie fur diese selektive, additive Metallisie- 
rungstechnik dem Fachmann gelaufig, laBt sich auf diese 
Weise mit geeigneter Einstellung der Metailisierungspara- 
meter eine gleichmaBige Schicht aus dem im Metallisie- 

45 rungsbad enthaltenen Metall in den freien Harzschichtberei- 
chen 2a auf der dunnen Metallfolienschicht lb in beliebiger, 
gewiinschter Dicke aufbauen. Die auf der dunnen Metallfo- 
lienschicht lb verbliebenen, ausgeharteten Bereiche der 
Harzschicht 2 verhindern an diesen Stellen die Metallisie- 

50 rung. Bevorzugt wird die Metallabscheidung dann beendet, 
wenn die Metallschichtdicke der Harzschichtdicke ent- 
spricht, so daB die auf diese Weise erzeugte Metallschicht 5, 
wie in Fig. 5 gezeigt, an ihrer Oberflache im wesentlichen 
planar mit der Harzschicht 2 abschlieBt. Die Harzschicht 2 

55 und die in sie eingebettete Metallschicht 5 bilden somit eine 
oberflachenplanare, elektrische Schaltungsebene 6, die fest 
auf der dunnen Metallfolienschicht lb haftet. Die gute Ober- 
flachenplanaritat des im Stadium der Fig. 5 erhaltenen Auf- 
baus erleichtert dessen weitere Verarbeitung. 

60 Diese besteht im gezeigten Beispiel darin, den Aufbau 
von Fig. 5 mit einer "upside-down", aufgelegten Unterlage 7 
unter Zwischenfugung einer dunnen Prepregschicht 8, alter- 
nativ einer anderen Klebefolienschicht, zusammenzulami- 
nieren, um die Schaltungsebene 6 unter ZwischenfOgung 

65 der Prepregschicht 8, die nach dem Ausharten eine isolie- 
rende, dielektrische Harzschicht bildet, auf die Unterlage 7 
zu ubertragen, wie in Fig. 6 gezeigt. Um eine ausreichende 
Verklebung mittels der klebefahigen Prepregschicht 8 zu er- 
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reichen, wird der gesamte Aufbau von Fig. 6 geeignet ver- 
preBt. Die Unterlage 7 kann insbesondere aus einem Leiter- 
plattenrohling bestehen, bei dem Uber einer TVagerschicht 
bereits eine oder mehrere Leiterplatten-Schaltungsebenen in 
einer herkammlichen oder der erfindungsgemaBen Weise 5 
aufgebracht worden sihd. Speziell kann die Unterlage 7 ein 
"Multilayer"-Eiement sein, auf das die weitere Schaltungs- 
ebene 6 aufgebracht werden soli. 

Altemativ zum gezeigten Beispiel kann vorgesehen seiri, 
vor dem Auflaminieren der Unterlage 7 auf der im Stadium 10 
von Fig* 5 fertiggestellten Schaltungsebene 6 eine oder wei- 
tere Schaltungsebenen nacb einer erfindungsgemaBen Ver- 
fahrensvariante, wie unten zu Fig, 10 erlautert, oder einem 
herkornmlichen Verfahren aufzubringen. Dies kann bei- 
spielsweise dadurch geschehen, daB auf die Schaltungs- 15 
ebene 6 eine dielektrische Schicht auflaminiert, aufgegossen 
oder aufgerakelt und auf Wunsch fotolithographisch oder 
durch Laserbohren mit Durchkontaktlochern, z. B. soge- 
nannten Mikro-Ldchern, versehen wird. Dann wird die di- 
elektrische Schicht einschlieBlich eventueller Durchkon- 20 
taktjocher zur Metallisierung aktiviert und anschlieBend me- 
tallisiert, z. B. verkupfert. Die dadurch ganzflachig gebil- 
dete Metallschicht wird durch eihen herkornmlichen Iitho- 
graphieprozeB strukturiert und bildet dann eine weitere, 
elektrische Schaltungsebene. Diese herkommliche \forge- 25 
hensweise kann je nach Bedarf zum Aufbringen weiterer 
Schaltungsebenen wiederholt werden. Dairaufhin wird dann 
auf die oberste Schaltungsebene die Unterlage analog zur 
Vorgehensweise von Fig. 6 auflaminiert 

Es versteht sich, daB je nach Anwendungsfall fur die Me- 30 
tallschicht 5 auch eine von derjenigen der Harzschicht 2 ver- 
schiedene Dicke gewahlt werden kann, was dann zu einem 
entsprechenden Hohenunterschied beider Schichten 2, 5 in- 
nerhalbxier Schaltungsebene 6 fuhrt, der jedoch im allge- 
meinen geringer sein wird, als bei der herkornmlichen Tech- 35 
nik, bei welcher der Hohenunterschied in diesem Stadium 
der Dicke der freistehenden Metallschicht entspricht. 

Nach dem Verpressen des in Fig. 6 gezeigten Aufbaus 
und einer bei Bedarf anschlieBenden Randbeschrieidung 
wird, wie in Fig. 7 gezeigt, die dickere Metallfolienschicht 40 
la von der dunneren Metallfolienschicht lb durch Abziehen 
abgelost, wonach die diinne Metallfolienschicht lb auf die- 
ser Seite die AuBenlage darstellt. Diese wird dann in her- 
kommlicher Weise durch einen ganzflachigen Atzvorgang 
weggeatzt, wofur wegen der geringen Dicke dieser Folien- 45 
schicht lb ein kurzes, sogenanntes "Flash"-Atzen genugt. 

Das auf diese.Weise bewirkte Entfernen des Metallfolien- 
tragers ist folglich aufgrund von dessen zweilagiger Gestal- 
tung mit relativ geringem Aufwand verbunden. Die diinne 
Folienschicht lb ist gerade so dick gewahlt, daB sie die auf 50 
ihr gebildete Schaltungsebene 6 beim Abziehen der dicke- 
ren Folienschicht la zuverlassig schutzt, wahrend die dik- 
kere Folienschicht la so dick ist, daB die gewunschte Stabi- 
lity des Metallfolientragers gewahrleistet ist. Da die dickere 
Folienschicht la abgezogen wird/ist der Aufwand fur ihre 55 
Eritfemung unabhangig von ihrer Dicke gering. Insgesamt 
ist daher der Aufwand zur Entfernung dieses zweilagigen 
Metallfolientragers im allgemeinen merklich geringer als 
fur die Entfernung eines aiternativ verwendbaren einlagigen 
Metallfolientragers, der dann in seiner gesamten Dicke weg- 60 
geatzt oder anderweitig sukzessive abgetragen werden muB. 

Nach vollstandiger Entfernung des Metallfolientragers 
liegt dann das gewunschte Produkt mit der auf der Unterlage 
7 hergestellten Schaltungsebene 6 vor, wie es in Fig. 8 mit 
der Schaltungsebenenseite nach unten gezeigt ist. Je nach 65 
Anwendungsfall konnen Durchkontakte in die zur Verkle- 
bung zwischengefugte, dielektrische Schicht 8 nach einem 
herkornmlichen Verfahren, z. B. Laserbohren, von der 



Schaltungsebenenseite her eingebracht werden, um die Me- 
tallschicht 5 der neu aufgebrachten Schaltungsebene 6 mit 
einer oder mehreren Schaltungsebenen der Unterlage 7 an 
gewiinschten Stellen elektrisch zu verbinden. 

Fig. 9 zeigt in einer schematischen, ausschnittweisen 
Schnittansicht einen Aufbau, wie er in einem zweiten Aus- 
fiihrungsbeispiel des erfindungsgemaBen Verfahrens erhal- 
ten wird, bei dem simultan auf beiden Seiten eines Metall- 
schichttragers je eine Schaltungsebene vorgefertigt wird, die 
dann auf eine jeweils zugehorige Unterlage Ubertragen wird. 
Dazu wird ein dreilagiger Metallfolientrager mit einer dik- 
keren Folienschicht 10a, die der dickeren Folienschicht la 
im obigen, ersten Ausfuhrungsbeispiel entspricht, und je ei- 
ner dUnneren Folienschicht 10b, 10c, die jeweils der diinne- 
ren Folienschicht lb des ersten Ausfuhrungsbeispiels ent- 
spricht, auf beiden Seiten der dickeren Folienschicht 10a 
verwendet Beispielhaft konnen die dicke Folienschicht 10a 
aus Aluminium und die beiden dunneren Folienschichten 
10b, 10c aus Kupfer bestehen. Unter Anwendung der oben 
zu den Fig. 1 bis 5 erlauterten Vorgehensweise nun nicht nur 
fur eine sondern fur beide Seiten des dreilagigen Metallfo- 
lientragers werden dann parallel je eine Schaltungsebene 12, 
13 bestehend aus einer strukturierten Harzschicht 14, 15 und 
einer in deren Zwischenraumen durch galvanische oder 
stromlose Metallisierung aufgewachsenen Metallschicht 11, 
16 auf der jeweiligen dunnen Folienschicht 10b, 10c gebil- 
det. Dabei konnen die beiden Schaltungsebenen 12, 13 ver- 
schiedene Schaltmuster beinhalten, wie gezeigt, oder aiter- 
nativ dazu identisch strukturierte Metallschichten aufwei- 
sen. 

AnschlieBend wird auf jede der beiden Schaltungsebenen 
12, 13 eine jeweils zugehorige Unterlage 17, 18 unter Zwi- 
schenfugung einer jeweiligen Prepreg- oder Klebefoiien- 
schicht 19, 20 auflaminiert und durch Verpressen des ent- 
standenen, in Fig. 9 gezeigten Aufbaus fest mit ihr verbun-. 
den. Danach kann dieser Aufbau an den in Fig. 9 mit Pfeilen 
Tl, T2 markierten Grenzflachen zwischen der dickeren Fo- 
lienschicht 10a und der jeweiligen dunneren Folienschicht 
10b, 10c des Metallfolientragers durch einfaches Abziehen 
aufgetrennt werden, da die dunneren Folienschichten 10b, 
10c auf den beiden Seiten der dickeren Folienschicht 10a 
abziehbar haften. Fig. 9 zeigt den Fall, daB der Aufbau an 
der Grenzflache Tl zwischen der dickeren Folienschicht 10a 
und der in Fig. 9 dariiberliegenden dunnen Folienschicht 
10b aufgetrennt wird. 

In nicht mehr gezeigter Weise werden dann die Metallfo- 
lienschichten 10a, 10b, 10c von den beiden durch die Auf- 
trennung erhaltenen Leiterplattenelementen, die jeweils aus 
der Unterlage 17, 18 und der darauf verklebten Schaltungs- 
ebene 12, 13 bestehen, entfernt. Dazu wird von dem in Fig. 
9 oberen Leiterplattenelement die verbliebene, diinne Fo- 
lienschicht 10b weggeatzt, wahrend das in Fig. 9 untere Lei- 
terplattenelement, auf dem sich zunachst noch zusatzlich die 
dickere Folienschicht 10a befindet, entsprechend der oben 
zu den Fig. 6 bis 8 beschriebenen Vorgehensweise weiterbe- 
handelt wird. Die bedeutet, daB von ihm zunachst die dik- 
kere Folienschicht 10a entlang der Trennstelle T2 zur dun- 
neren Folienschicht 10c abgezogen und anschlieBend die 
verbliebene dunnere Folienschicht 10c weggeatzt wird. Am 
Ende werden dann zwei parallel • hergestellte Leiterplat- 
tenelemente mit auf einer Unterlage aufgebrachter Schal- 
tungsebene erhalten. Wie im obigen ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel kann auch hier das jeweilige Leiterplattenelement oder 
auch schon die Unterlage ein "Multilayer" darstellen. Auch 
im ubrigefi sind die oben zum ersten Verfahrensbeispiel er- 
wahnten Varianten in gleicher Weise fur das Verfahrensbei- 
spiel mit beidseitiger Schaltungsebenen- Vorfertigung auf ei- 
nem Metallfolientrager anwendbar. 
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Fig, 10 zeigt in einer schematischen, ausschnittweisen 
Schnittansicht ein Leiterplattenelement mit einer Unterlage 
21, auf die gemaB eines dritten Verfahrensbei spiels eine 
Schaltungsebene 22 direkt aufgebracht wurde. Fur die Her- 
stellung dieses Leiterplattenelementes wird die Unterlage 21 5 
auf der Seite, auf der die Schaltungsebene 22 gebildet wer- 
den soil, zun&chst ganzflachig rnit einer Metallisierungs- 
keimschicht 23 beschichtet, die zur Metallisierungsaktivie- 
rung dient. Solche Metallisierungskeimschichten sind an 
sich bekannt und haben die Eigenschaft, daB sie einerseits 10 
Metallatome, z. B. Palladiumatome, enthalten, die als Me- 
tallisierungskeime fiir ein stromloses Plattieren dienen kon- 
nen, und andererseits noch eine ausreichend elektrisch iso 
lierende Schicht darstellen, so daB sie keine elektrischen 
Verbindungen zwischen getrennten Bereichen einer auf ih- is 
nen aufzuwachsenden Metallstruktur erzeugen. Auf der Me- 
tallisierungskeimschicht 23 wird dann eine strukturierte 
Harzschicht 24 entsprechend der oben zu den Fig, 2 bis 4 
beschriebenen Vorgehensweise gebildet. Danach wird der 
stromlose Plattiervorgang durch Eintauchen des Aufbaus in 20 
ein geeignetes Metallisierungsbad durchgefiihrt, wodurch in 
den Zwischenraumen der Harzschicht 24 selektiv eine Me- 
tallschicht 25 aufwachst, vorzugs weise, wie gezeigt, in einer 
der Harzschicht 24 entsprechenden Dicke. 

Auch bei dieser Verfahrensvariante wird der Vorteil er- 25 
zielt, daB die auf der Unterlage 21 herstellte Schaltungs- 
ebene 22 eine vor der Metallschichtbildung erzeugte und als 
Maske fur den Metallisierungsvorgang dienende Harz- 
schicht beinhaltet, so daB die Schaltungsebene vor dem 
eventuellen Aufbringen einer weiteren Schicht, wie einer 30 
auflaminierten Prepregschicht, eine deutlich gleichrnaBigere 
Oberflachentopologie aufweisen kann, als eine herkomm- 
lich in Form einer freistehenden Metallschicht vorliegende 
Schaltungsebene. Zudem kommt die Verfahrensvariante von 
Fig, 10 ohne Obertragungstechnik aus. Im iibrigen gelten 35 
die oben fur die beiden ersten Verfahrensbeispiele gemach- 
ten Ausfuhrungen fiir dieses Verfahrensbeispiel entspre- 
chend. Insbesondere kann die Unterlage auch hier aus einem 
"Multilayer" bestehen, und bei Bedarf konnen auf der erfln- 
dungsgemaB aufgebrachten Schaltungsebene eine oder 40 
mehrere weitere Schaltungsebenen in der erfindungsgema- 
Ben oder einer herkommlichen Vorgehensweise aufgebracht 
werden. 

Patentanspriiche 45 

1. Verfahren zur Herstellung einer oder mehrerer*uber- 
einanderliegender Leiterplatten-Schaltungsebenen auf 
einer Unterlage, gekennzeichnet durch folgende 
Schritte: 50 

- ganzflachiges Aufbringen einer Metallisie- 
rungskeimschicht (23) auf die Unterlage (21), 

- Aufbringen einer belichtungsstrahlungssensiti- 
ven Harzschicht (22) auf die Metallisierungs- 
keimschicht (23), 55 

- lithographisches Strukturieren der Harzschicht 
(22) durch Belichten mit einem Schaltkreismuster 
und Entwickeln zur Entfernung der Harzschicht in 
zu metallisierenden Schaltkreisbereichen und 

- seiektives Aufwachsen von-Metallmaterial in 60 
den zu metallisierenden Schaltkreisbereichen 
durch stromloses Plattieren zur Bildung einer ent- 
sprechenden Schaltungsebenen-Metallschicht 
(25). 

2. Verfahren zur Herstellung einer oder mehrerer iiber- 65 
einanderliegender Leiterplatten-Schaltungsebenen auf 
einer Unterlage, gekennzeichnet durch folgende 
Schritte: 
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a) Bereitstellen der Unterlage (7) und eines Me- 
tallfolientragers (1), 

b) Aufbringen einer belichtungsstrahiungssensi- 
tiven Harzschicht (2) auf wenigstens eine Seite 
des Metallfolientragers, 

c) lithographisches Strukturieren der Harzschicht 
(2) durch Belichten mit einem Schaltkreismuster 
und Entwickeln zur Entfernung der Harzschicht in 
zu metallisierenden Schaltkreisbereichen (2a), 

d) Bilden einer Schaltungsebenen-Metallschicht 
(5) selektiv in den zu metallisierenden Schalt- 
kreisbereichen, 

e) Anbringen der Unterlage (7) an der Schal- 
tungsebenenseite des resultierenden Metallfolien- 
trager-Schichtaufbaus und Zusammenfligen von 
Unterlage und Metallfolientrager-Schichtaufbau 
und 

f) Entfemen des Metallfolientragers. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, weiter dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Metallfolientrager (1) mehrlagig aus 
mehreren iibereinanderliegenden, voneinander durch 
Abziehen trennbaren Folienschichten (la, lb) besteht 
und der Schritt f) das Auftrennen wenigstens zweier 
benachbarter Folienschichten (la, lb) durch Abziehen 
voneinander beinhaltet. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, weiter dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schritte b) bis e) auf beiden Seiten des 
Metallfolientragers durchgefuhrt werden und der 
Schritt f) das Auftrennen des Metallfolientragers durch 
Abziehen wenigstens zweier benachbarter Folien- 
schichten voneinander beinhaltet. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, weiter dadurch 
gekennzeichnet, daB als Metallfolientrager ein solcher 
verwendet wird, der eine dickere Metallfolienschicht 
beinhaltet, auf die ein- oder b'eidseitig eine jeweilige 
diinnere Metallfolienschicht abziehbar aufgebracht ist. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 5, weiter 
dadurch gekennzeichnet, daB im AnschluB an den 
Schritt d) und vor Durchfuhren des Schrittes e) auf der 
gebildeten Schaltungsebene eine oder mehrere uber- 
einanderliegende, weitere Schaltungsebenen gebildet 
werden. 

7. Verfahren nach einem Anspriiche 2 bis 6, weiter da- 
durch gekennzeichnet, daB das Zusammenfugen im 
Schritt e) durch Verpressen unter Verwendung einer 
zwischengefiigten Prepreg- oder Klebefolienschicht 
(8) erfolgt. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 7, weiter 
dadurch gekennzeichnet, daB das Bilden der Metall- 
schicht im Schrittd) durch galvanisches oder stromlo- 
ses Plattieren in einem Metallisierungsbad erfolgt. 

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
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